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論文内容の要旨
ウイスカー(whisker) と一般的に呼ばれている非常に細いひげ状単結晶は高い強度を保有している
ことで良く知られており，物性学上，材料強度学上多くの興味が持たれ，また工業的にも重要で、今日
まで多くの研究がなされている。特に様々な物質のウイスカ一成長が報告され，いくつかの成長機構
モデルも提唱されている。しかしながらこれらの研究は全てバルクと同じ構造の単結晶ウイスカーに
限定されている。本研究は SiH4， GeH4 ガスの低温熱分解によって成長した未だ知られていない非品
質をはじめとする種々の新しい構造の Si ウイスカー及び、Ge ウイスカーの発見と電子顕微鏡，電子回
折，走査電子顕微鏡によるそれらの形態，成長機構，結晶構造の解析等の結果を報告したものである。
これらのウイスカ一成長には触媒が必要で特に Si ， Ge と共品合金をつくる Au が最も効果的であった。
Si 非品質ウイスカーにおいては低融点金属や手油脂が効果的であった。非品質ウイスカーは曲りくね
った特徴的な形態をしており，電子線回折はハロー図形を呈する。形態的観察から成長機構はVLS
機構に類似したものと考えられる。 Auを触媒とした時， 5000C付近で非品質と同時に多形Si ウイスカ
ーも成長する。電子線回折斑点から 非品質構造は10A程度の小領域毎にダイヤモンド型及び 6H型
構造をしたものの集合体と解釈される。多形Si ウイスカーは 6H型が基本的構造で，部分的に27R ，
51 R , 141 R 等の変形が見られる。これらの結晶形の出現の仕方は多形SiC と類似している。一方，
Ge ウイスカーもバルクとは異なる正方品であり，その成長は2600C 以上356 0C のAu-Ge 共品点以下の温
度領域に限られている。この様な低温では液滴が形成されているとは考え難く，従って従来のVLS
モデルで成長機構を説明することは困難で、ある。これらのウイスカーは良い成長条件下でより大きく
成長させることが十分可能である。これらのウイスカーは代表的な半導体物質の単体で構成された新
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しい結晶構造を有しているので結晶学的に興味あるだけでなく 多くの新しい物理的性質の発見と応
用が期待される。本研究は今後のそのような発展の為の基礎的な知見を提供するものである。
論文の審査結果の要旨
本論文はSiH4 および、GeH4 ガスの低温熱分解によって成長したシリコンおよびゲルマニウムの非品
質をはじめとする種々の新しい構造を持つウイスカーの発見と電子顕微鏡，電子回折，走査電子顕微
鏡によるそれらの形態，成長機構，結晶構造の解析等の結果を報告したものである。殊に広汎な成長
条件(不純物触媒効果，温度範囲等)の研究を通じて，シリコン非品質ウイスカー，同じく 6 H , 27 
R , 51R等の多型ウイスカー，ゲルマニウム正方品ウイスカーの形態・構造を初めて示したこと，従
来の成長機構，例えばシリコンのVLS機構では律せられない場合を見出したこと，などは特筆に値
する。
以上の研究成果は新しい種類のウイスカーの生成及びその工業的発展の為の基礎的な知見を提供す
るものであり，博士論文として十分の価値あるものと認める。
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